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【はじめに】 

 p 型結晶シリコン用のパッシベーション膜

として AlOx膜が注目されており、原子層成長

法、プラズマ援用化学気相堆積法、スパッタリ

ング法 1-3)などにより製膜されている。これら

従来の製膜法は真空プロセスを使用するため、

高コストであるという問題がある。そこで低コ

スト化の観点から、本研究では真空プロセスを

使用しないミスト CVD法を用い、AlOx膜を形

成し、パッシベーション特性の評価を行った。 

 

【実験方法】 

 実験には p型 FZ単結晶シリコン基板を用い、

図１に示すミスト CVD装置により基板両面に

AlOx膜を形成した。なお製膜は 450℃で行った。

比較のため、ドライ酸化(5~6nm)した試料およ

びドライ酸化後に AlOx膜を形成した試料を用

意した。 

 

【結果】 

 図２に基板に直接 AlOx膜を形成した場合、

実効ライフタイムは約 1.8 msec (@ Δn=10
15

 

cm
-3

)と高いパッシベーション特性を示した。

従来の製膜法での報告では、製膜後にアニール

をすることで膜中の負の固定電荷密度が増加

し、その結果、実効ライフタイムが大幅に向上

している。一方、今回のミスト CVD 法による

製膜ではアニール無しで高いパッシベーショ

ン特性が得られており、製膜中に負の固定電荷

が発現していることが示唆された。 

 より高いパッシベーション特性を得るため

に、比較的低い界面準位密度が得られる SiO2

膜をドライ酸化により形成した後、AlOx 膜を

SiO2膜上に形成することで、化学的パッシベー

ションの効果との相乗効果が得られると考え

た。結果は図２に示す通り、SiO2膜のみの場合

よりも SiO2 + AlOx膜の方が実効ライフタイム

が低い結果となった。実効ライフタイムのキャ

リア注入量依存性も、SiO2 + AlOx膜は AlOx膜

よりも SiO2 膜に近い傾向を示していることか

ら、SiO2膜の存在が負の固定電荷発現を妨げて

いると考えられる。 
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図１ ミスト CVD装置の概略図 
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図２ 実効ライフタイムの注入量依存 
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